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GK801 

第二級陸上無線技術士｢無線工学の基礎｣試験問題 

25 問  2 時間 30 分 

 

A - 1 図に示すように、真空中に置かれた無限長の半径 a〔m〕の円筒に、単位長あたり Q 〔C/m〕(Q > 0)の電荷が一様に分布しているとき、円筒 

の中心軸から r〔m〕(r > a)離れた点 P における電界の強さ E を表す式として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、真空の誘電率を ε0〔F/m〕とする。 

 

1 □ = □
□ □ □□ □□   〔V/m〕 

2 □ = □
□ □ □□ □   〔V/m〕 

3 □ = □
□ □ □□ □□   〔V/m〕 

4 □ = □
□ □ □□ □   〔V/m〕 

5 □ = □
□ □□ □□□   〔V/m〕 

 

 

A - 2 図に示すように、二つの円形コイル A 及び B の中心を重ね O として同一平面上に置き、互いに逆方向に直流電流 I ＝ 6〔A〕を流したと 

き、O における合成磁界の強さ H〔A/m〕を表す値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、コイルの巻数は A、B ともに 1 回、A 及び

B の円の半径はそれぞれ r1 ＝ １〔m〕及び r2 ＝ 2〔m〕とする。 

 

1 1.0 〔A/m〕 

2 1.5 〔A/m〕 

3 2.0 〔A/m〕 

4 2.5 〔A/m〕 

5 3.0 〔A/m〕 

 

 

 

 

 

A - 3 次の記述は、電磁誘導現象について述べたものである。     内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。 

 

(1) 図 1 において、巻数が n のコイル L を貫く磁束 φ が、時間 Δt〔s〕間に Δφ〔Wb〕変化したとき、L に生じる起電力の大きさ 

は、  A  〔V〕である。 

(2) 図 2 に示すように、永久磁石 M の N 極をコイル L に近づけると、抵抗 R〔Ω〕には、  B   の方向の電流が流れる。 

(3) 図 3 に示すように、永久磁石 M の N 極の上で直線導体 D を左から右へ動かすと、D には  C   の方向の起電力が生じ 

  る。 

 

    A          B          C 

1 
 nΔφ

 Δt       b から a     aが正(+)、bが負(-) 

2 
 nΔφ

 Δt       b から a     bが正(+)、aが負(-) 

3 
 nΔφ

 Δt       a から b     bが正(+)、aが負(-) 

4 
 Δφ

 Δt        b から a     aが正(+)、bが負(-) 

5 
 Δφ

 Δt        a から b     bが正(+)、aが負(-) 

 
 

 

 

答案用紙記入上の注意：答案用紙のマーク欄には、正答と判断したものを一つだけマークすること。 
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A - 4 図に示すように、0〔℃〕のときの抵抗値が□□〔Ω〕及び□□〔Ω〕の抵抗 M 及び N を直列接続したとき、合成抵抗(端子 ab 間の抵抗)の 0〔℃〕 

における抵抗の温度係数 □□□ を表す式として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、0〔℃〕における M 及び N の抵抗の温度係数をそれ 

ぞれ □□ 及び □□ とする。 

 

1 □□□ =  □□  + □□   

2 □□□ =  √□□□□ 

3  □□□ =  □□□□ □□□□□□□□□□  

4  □□□ =  □□□□ □□□□□□□□□□  

5  □□□ =  □□□□□□□□□□□□□□  

 

 

A - 5 図に示す回路において、抵抗 R0〔Ω〕に流れる電流 I0 が 8〔A〕、抵抗 R2 に流れる電流 I2 が 2〔A〕であった。このとき R2 の値として、正 

しいものを下の番号から選べ。ただし、抵抗 R1 及び R3 をそれぞれ 60〔Ω〕及び 30〔Ω〕とする。 

 

 

1 30 〔Ω〕 

2 40 〔Ω〕 

3 50 〔Ω〕 

4 60 〔Ω〕 

5 70 〔Ω〕 

 

 
 
A - 6 図に示す交流回路において、電源電圧 v 及び回路に流れる電流 i が次式で表されるとき、負荷のインピーダンス Z ̇ として、正しいものを 

下の番号から選べ。ただし、電源電圧 v の角周波数を ω〔rad/s〕、時間を t〔s〕とする。 

v = 100√2 sinωt〔V〕         

i = 20√2 sin(ωt +π/6)〔A〕 

 
1 □̇= 2.5√3 + j 2.5  〔Ω〕 
2 □̇= 2.5√3 - j 2.5  〔Ω〕 
3 □̇= 2.5√3 + j 0.25 〔Ω〕 
4 □̇= 2.5√3 - j 0.25 〔Ω〕 
5 □̇= 2.5 - j 2.5√3  〔Ω〕 
 

 

 

A - 7 図に示す直列共振回路において、可変静電容量 CV が 50〔pF〕のとき共振周波数 fr は 900〔kHz〕であった。この回路の fr を 300〔kHz〕に

するための CV の値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、抵抗 R〔Ω〕及び自己インダクタンス L〔H〕は一定とする。 

 

1  450 〔pF〕  

2  600 〔pF〕 

3  750 〔pF〕  

4  900 〔pF〕 

5  1050 〔pF〕 
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A - 8 次の記述は、図に示すように負荷Z1 ̇ 及びZ2 ̇ を交流電源電圧V  ̇ = 100 〔V〕に接続したときの電流と皮相電力について述べたものであ 
る。              内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、Z1̇は誘導性の負荷とし、負荷Z1 ̇ 及びZ2 ̇ の特性は、それ 
ぞれ表に示すものとする。 

   

(1) V  ̇ から流れる電流 I  ̇ の大きさは、      A   〔A〕である。 

   (2) 回路の皮相電力は、   B    〔VA〕である。 

  (3) V  ̇ はI  ̇ より位相が、   C    いる。 

 

       A           B           C 

1 2√3        200√3     進んで 

2  2√3        200√3     遅れて 

3 3√5         200√3     進んで 
4 3√5        300√5     遅れて 
5 3√5        300√5     進んで 

 

 

 

A - 9 次の記述は、半導体とその一般的な性質について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。 

 

1 真性半導体は、常温付近では温度が上がると、抵抗率が低くなる。 

2 N 形半導体の多数キャリアは自由電子である。 

3 不純物の濃度を濃くすると、抵抗率が高くなる。 

4 真性半導体とは、不純物を含まない非常に純度が高い半導体である。その代表的な半導体材料には、シリコンがあり、その原子

価は4価である。 

5 P 形半導体を作るために真性半導体に入れる不純物をアクセプタという。 

 

 

 

 

A - 10 図 1 に示すダイオード D を用いた回路に流れる電流 I が 40〔mA〕であるとき、抵抗 R の値として、最も近いものを下の番号から選べ。 

ただし、D の順方向の電圧電流特性は図 2 で表されるものとする。 

 

1 130 〔Ω〕 

2 150 〔Ω〕 

3 170 〔Ω〕 

4 190 〔Ω〕 

5 210 〔Ω〕 

 

 

 

 

 

 

A - 11 図に示すトランジスタ(Tr)回路のコレクタ-エミッタ間電圧 VCE の値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、Tr の直流電流増幅率 

hFE を 200、ベース-エミッタ間電圧 VBE を 0.6〔V〕とする。 

 

1  4 〔V〕 

2  6 〔V〕 

3  8 〔V〕 

4 10 〔V〕 

5 12 〔V〕 

 

 

 

 

 

 

 

負荷 有効電力 力率 

Z1̇ 400〔W〕 0.8 

Z2̇ 200〔W〕 1.0 

Z 2̇  ．
Z 1̇  ．

I  ̇  

 
V  ̇  

ID : 順方向電流 

VD: 順方向電圧 図 1 

V = 9〔V〕 R 

D I = 40〔mA〕 

V : 直流電圧 

図 2 
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(GＫ801-4) 

A - 12 次の記述は、図に示す原理的な構造のマグネトロンについて述べたものである。       内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番 

号から選べ。  
 

（1) 二極真空管に分類され、陽極-陰極間には     A    を加える。 

（2) マイクロ波（SHF）帯の    B    として用いられ、一般に単一周波数に限定して 

  使用される。 

（3) 使用周波数を決める主な要素は、  C      である。 

 
   A             B           C 

1  交流電圧     増幅用   陰極 

2  交流電圧     発振用   空洞共振器 

3  交流電圧       発振用       陰極 

4  直流電圧    増幅用     陰極 

5  直流電圧        発振用       空洞共振器 

 
 

A - 13  次の記述は、図 1 に示す電界効果トランジスタ(FET)を用いた増幅回路について述べたものである。      内に入れるべき字句の正しい

組合せを下の番号から選べ。ただし、FET の相互コンダクタンス及びドレイン抵抗をそれぞれ gｍ〔S〕及び rD〔Ω〕とし、静電容量 C1、C2、 

CS〔F〕及び抵抗 RS〔Ω〕の影響は無視するものとする。また、FET を等価回路で表したときの増幅回路は図 2 で表されるものとする。 

 

（1） 図 2 の回路の交流負荷抵抗 RA〔Ω〕は図 1 の   A   の並列合成抵抗である。 

（2） 出力電圧 Vo の大きさは、rD≫RA とすると、Vo =   B   〔V〕である。 

（3） したがって、電圧増幅度 AV の大きさは、AV = Vo / Vi =   C   である。 

 
A          B        C 

1 RSと RL      gm VGS RA       gm RA 

2 RSと RL      gm VGS rD        gm(rD + RA) 
3 RDと RL         gm VGS RA      gm(rD + RA) 
4 RDと RL         gm VGS RA       gm RA 

5 RDと RL         gm VGS rD      gm(rD + RA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

A - 14 図に示すトランジスタ(Tr)を用いた原理的なハートレー発振回路が角周波数 ω = √10×105〔rad/s〕で発振しているとき、自己インダクタン 

ス L1〔mH〕の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、自己インダクタンス L1 及び L2 の間の相互インダクタンスは無いものとす 

る。 

 

1  8 〔mH〕 

2 10 〔mH〕 

3 12 〔mH〕 

4 14 〔mH〕 

5 16 〔mH〕 

 

 

A - 15 次の記述は、図に示す論理回路について述べたものである。このうち正しいものを下の番号から選べ。ただし、正論理とし、A、B 及び 

C を入力、X を出力とする。 

 

     

1 C = 0 のとき X = B であり、C = 1 のとき X = A である。 

2 C = 0 のとき X = A であり、C = 1 のとき X = B である。  

3 C = 0 のとき X = A であり、C = 1 のとき X = A・B である。 

4 C = 0 のとき X = A + B であり、C = 1 のとき X = B である。 

5 C = 0 のとき X = A・B であり、C = 1 のとき X = A + B である。 

 

N 

陽極 

 

陰極 

 

結合ループ 

 

空洞共振器 永久磁石 

 

永久磁石 

 

S 

→ 出力 
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A - 16 次の記述は、図に示す整流回路の動作について述べたものである。    内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から 
選べ。ただし、出力端子 ab 間は無負荷とする。  

 
  （1） この回路の名称は、  A   形倍電圧整流回路である。 

   （2） 正弦波交流電源の電圧 V が実効値で100〔V〕のとき、 
端子 ab 間に約   B  〔V〕の直流電圧が得られる。 

 

 A        B 

1 半波     282 
2 半波     200 
3 全波     282 

4 全波     200 
5 全波     141 

 

 

 

A - 17 図に示すように、内部抵抗が 10〔kΩ〕の直流電圧計 V 及び内部抵抗が 1〔Ω〕の直流電流計 A を接続したときのそれぞれの指示値が 

50〔V〕及び 2〔A〕であるとき、抵抗 R〔Ω〕で消費される電力の値として、正しいものを下の番号から選べ。 

 

1 76 〔W〕 

2 80 〔W〕 

3 88 〔W〕 

4 92 〔W〕 

5 96 〔W〕 

 

 

 

A - 18 次の記述は、表に示す三つの可動コイル形電圧計 A、B 及び C の精度について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号 

から選べ。 

 

 

 

 

1 電圧計 C で指示値が 10〔V〕のとき、真の値は 9.85〔V〕から 10.15〔V〕の範囲にある。 

2 電圧計 B で指示値が 25〔Ｖ〕のとき、真の値は 24.5〔V〕から 25.5〔V〕の範囲にある。 

3 電圧計 B で指示値が 50〔V〕のとき、真の値は 49.5〔V〕から 50.5〔V〕の範囲にある。 

4 電圧計 A で指示値が 50〔V〕のとき、真の値は 49.75〔V〕から 50.25〔V〕の範囲にある。 

5 電圧計 A で指示値が 100〔V〕のとき、真の値は 99.5〔V〕から 100.5〔V〕の範囲にある。 

 

 

 

A - 19 図に示す交流ブリッジ回路において、検流計 G の指針が零であるとき、自己インダクタンス LX〔mH〕の値として、最も近いものを下の番 

号から選べ。ただし、抵抗 R1 及び R2 をそれぞれ 200〔Ω〕及び 500〔Ω〕、静電容量 CS を 0.2〔μF〕とする。 

 

1  5〔mH〕                                     

2 10〔mH〕 

3 20〔mH〕 

4 30〔mH〕 

5 40〔mH〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電圧計 A B C 

最大目盛値 100〔V〕 50〔V〕 10〔V〕 
精度階級 0.5 1 1.5 

D： 理想ダイオード 

C : 静電容量〔F〕 

C V 

a 

D 

D 

C 
 ｂ 

V : 直流電圧〔V〕 

R V 

A 

V 

LX R1 

G 

CS R2 
 

V : 交流電源 〔V〕 

V 
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A - 20 次の記述は、電気磁気量とその単位（SI 単位）について述べたものである。      内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から 

選べ。 

 

（1） 電力の単位は〔W〕であるが、他の単位で表すと、  A   である。 

（2） 電界の強さの単位は〔V/m〕であるが、他の単位で表すと、  B   である。 

（3） 磁束密度の単位は〔T〕であるが、他の単位で表すと、  C   である。 

 

A    B  C 

1 〔J/ｓ〕    〔N/C〕     〔Wb〕  

2 〔J/ｓ〕    〔N/C〕     〔Wb/m2〕 

3 〔J/ｓ〕    〔C/V〕 〔Wb〕     

4 〔N・m〕    〔C/V〕    〔Wb/m2〕 

5 〔N・m〕    〔N/C〕    〔Wb〕   

 

 

B - 1 次の記述は、図に示す平行平板コンデンサに蓄えられるエネルギーについて述べたものである。      内に入れるべき字句を下の番 

号から選べ。なお、同じ記号の       内には、同じ字句が入るものとする。 

 

(1) コンデンサの静電容量 C は、次式で表される。 

   C =   ア   〔F〕 ・・・・・・・・・・・・ ① 

(2) 電極板間に V〔V〕の直流電圧を加えると、電極板間の電界の強さ E は、次式で表される。 

   E =   イ   〔V/m〕  ・・・・・・・・・ ② 

(3) このとき、コンデンサに蓄えられるエネルギーW は、次式で表される。 

   W =   ウ   〔J〕 ・・・・・・・・・・・ ③ 

(4) 式③を式①及び②を用いて整理すると、次式が得られる。    

   W =   エ   ×Sl 〔J〕  ・・・・・・ ④ 

 式④において Sl は誘電体の体積であるから   エ   は、誘電体の単位体積当たりに蓄え 

られるエネルギーw を表す。 

(5) w は、電束密度 D〔C/m2〕と E を用いて表すと、次式となる。 

   w =   オ   〔J/m3〕 

 

 

 

 

 

 

 

B - 2 次の記述は、正弦波交流電圧 v1、v2 及び v3 の合成について述べたものである。     内に入れるべき字句を下の番号から選べ。ただ 

し、v1、v2 及び v3 は次式で表されるものとし、その最大値を Vm〔V〕、角周波数を ω〔rad/s〕、時間を t〔s〕とする。 

 

 v1 =Vmsinωt〔V〕，   v2 =Vmsin(ωt + 2π/3)〔V〕，   v3 =Vmsin(ωt - 2π/3)〔V〕 

 

(1) v23 = v2 + v3 〔V〕とすると、v23 の角周波数は、  ア   〔rad/s〕である。 

(2) v23 の最大値は   イ   〔V〕であり、位相は v2 よりも   ウ   〔rad〕進んでいる。 

(3) よって、v1 と v23 の位相差は   エ   〔rad〕である。 

(4) したがって、v0 = v1 + v2 + v3 とすると、v0 の瞬時値は   オ   〔V〕となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l  : 電極板間の距離〔m〕 

S : 電極板の面積〔m2〕 

ε  : 誘電体の誘電率〔F/m〕 

電極板 

S 

l 

誘電体 

電極板 

 E  D  ε 
V 

1 
□□□
□   2 

□
□ 3 

□□□
□    4 

□□□
□   55 2□□ 

6 
□□
□   7 □□ 8 

□□
□□ 9 

□□□
□   10 

□□
□  

1 □  2 □□ 3 
□
□   4 □  55 0 

6 2□  7 2□□ 8 
□
□ 9 

□□
□   10 

□□□  



(GＫ801-7) 

B - 3 次の記述は、各種半導体素子について述べたものである。      内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 

 

(1) PN 接合に逆方向電圧を加えたときの静電容量を利用し、周波数逓倍などに用いられる素子は、  ア   である。 

(2) トンネルダイオードは、PN 接合に   イ   電圧を加えたときの負性抵抗特性を利用し発振する。 

(3) ホール素子は、ホール効果を利用し、  ウ   センサとして用いられる。 

(4) 温度によって抵抗値が大きく変わる性質を利用し、温度センサとして用いられる素子は、  エ   である。 

(5) 電圧によって抵抗値が大きく変わる性質を利用し、過電圧防止素子などとして用いられる素子は、  オ   である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B - 4 次の記述は、図に示す理想的な演算増幅器(AOP)を用いた増幅回路について述べたものである。このうち正しいものを 1、誤って 
いるものを 2 として解答せよ。 

 

ア Voを抵抗 R1及び R2〔Ω〕で分割して AOPの逆相(－)入力に帰還しているので 

正帰還増幅回路である。 

イ 帰還率 βを抵抗 R1及び R2で表すと、β＝
 R2

 R1＋R2
 である。 

ウ AOPの増幅度は∞（無限大）であるから、増幅度 A と帰還率 βの関係を表すと、 

A＝
 1
 β2  である。 

エ 入力電圧 Vi〔V〕と出力電圧 Vo〔V〕の位相差は、0 〔rad〕である。 

オ 増幅度 A を抵抗 R1及び R2で表すと、A＝1 ＋ 
 R1

 R2
 である。 

    
 

 

B - 5 次の記述は、一般的に用いられる測定器と測定項目について述べたものである。    内に入れるべき最も適している字句を下 
の番号から選べ。 

 
（1） 電池や熱電対の起電力の測定に用いられるのは、  ア   である。 

（2） 商用周波数（50Hz/60Hz）の電流の測定に用いられるのは、  イ   である。 

（3） コイルのインダクタンスや分布容量の測定に用いられるのは、  ウ   である。 

（4） 交流電圧の波形観測に用いられるのは、  エ   である。 

（5） マイクロ波の電力測定に用いられるのは、  オ   である。 

 
 

 
   

 

 

 

 

1 バラクタダイオード 2 逆方向 3 静電気 4 サーミスタ 5 フォトカプラ 

6 ＣｄＳセル 7 順方向 8 磁気 9 サイリスタ 10 バリスタ 

1 直流電位差計 2 接地抵抗計 3 Q メータ 4 ファンクションジェネレータ 5 ボロメータブリッジ 

6 静電形電圧計 7 整流形電流計 8 ケルビンダブルブリッジ 9 オシロスコープ 10 フラックスメータ 

＋

－   

R1   
R2   

AOP   

Vi   Vo   


